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~ 1.Schaltkreise

U 2616 D45

16 kBit - PROM ( 2K x 8 ) - herste11erprbgrammferfer‘Festwertspeicher

- D45 = 450 ns Zugriffszeit im Lesezyk]us

| - im Standby-Modus um ca. 75% ger1ngerer Betr1ebsstrom

Tri-state-Ausgaenge

13 -
7 =-—-] 1 24 |--~ 45y - AO ALl Adresseneingaenge
6 ---| 2 23 |-== A8 - DO ... D7 - Datenausgaenge
5 ---] 3 22 |--- A9 /OE .~ Datenausgang - Freigabe
4 --=! 4 21 |--- Vpp /CE . Bausteinauswahl :
3. -=-] .5 20 |--- /JOE Vpp R Programm1ere1ngang
2 --- 6 .19 |--- Al10 : . \
R 18 |--- /CE
0 -—| 8 17 |--- D 7
0 -—| 9 16 |--- D 6
1 ---| 10 15 [--= D 5
2 ——-| 11 14 |--—- D 4
vV ---| 12 13 |--- D 3
U 2364 D45 ' N
64 kBit - ROM ( 8K x 8 ) - maskenprogrammierbarer Festwertspeicher

- im Standby- -Modus sinkt die Stromaufnahme auf 28%, Ausgaenge hochohmig
- D45 450 ns Zugriffszeit

T o | |

NG ---| 1 28 |--- +5V A0 ... Al2 Adresseneingaenge
Al2 ---| 2 27 [--- CS1 DO ... D 7 Datenausgaenge-

7 --—-| 3 26 |--- CS2 - /OE ' .‘Datenausgang - Freigabe

6 ---| 4 25 |--- A8 /CE \ Baustein-

5 ---| 5 24 |--- A9 CS1,S2 / auswahl

4 ---] 6 23 |--- All NC . keine Verbindung

CJ I .22 |--- /OE ’ v

2 --—-| 8 21 |--- A0

1 -=- 9 20 |--- /CE

0 ---| 10 - 19 |--- D7

0 ---1 11 18 |--- D 6

1 ---[ 12 17 [--- D5

2 ---| 13 16 {--- D 4

v ---1 14 15 |--- D 3




U 2732

32 kBit - UV - Toeschbarer EPROM ( 4K x 8 )

CUOUITXrIIIII D>

N | - -
7 --—-| 1 24 |--- +5V A0 ... All Adresseneingaenge
6 ---] 2 - 23 |--- A8 DO ... D7  Datenausgaenge N
5 ---| 3 22 |--- A9 /0E ‘ Datenausgang - Freigabe
4 --~| 4 21 |--- All PGM. Programmierung
3 ---] 5 20 |--- /OE-Vpp /CE Bausteinauswahl
2 ---|"6 - 19 {--- A0 '
1 -—-1 7 .18 [--- /CE-PGM
0 ---1 8 17 |--- D 7
0 ---1 9 16 |--- D 6
1 ---110 15 {--- D 5~
2 ---1 11 14 |--- D 4
A I 4 13 [--- D 3
PINS | '
MODE , //CE—PGM /0E-Vpp Vee DO ... D7
Lesen L L +5V Dout
Bereitschaft H - beliebig +5Y Tri-state
; 50 ms | +25V (2732) ;
Programmierung H/L - +21V (2732A)| +5V DIN
Impulse - .
Ueberpruefung der : ' ,
progammierten Daten L L +5V DOUT o
Programmierung : : .
gesperrt H +25V. +5V Tri-state
Blockschaltbild des U 2732
Daten ( DO ... D7 )
Yce O----- > , : '
GND 0----- > . ,
Vpp 0-=---> )
/O0E ——=--- >| Bausteinauswahl |---=----- > Ein- /
/CE ===~ >| Bereitschaft — |-==-==-=> : :
ProgrammierTogik Ausgabe- -
- Puffer
. s e e e D> .
AQ -----—- > Y - Decoder Y - Steuerung -
Al ——---- > N Sttt > : '
' § e > o o >
—————— > X > 4096 x 8
. ——— o — >
ALl —=---=> Decoder Speichermatrix
-1 e ———— >
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D 2764

64 kB1t - Uy - 1oeschbarer EPROM ( 8K X8 )

Vpp --=|  1- 28 |--- +5V. AO ... Al2 Adresseneingaenge
A2 ---] -2 - 27 |--- /PGM DO ... D 7 Datenausgaenge
7 ---| 3 26 |--- NC /0E : Datenausgang - Fre1gabe‘
6 ---| 4 25 |--- A 8 /CE Bausteinauswahl
5 ---1 5 24 |--- A9 NC - keine Verbindung
4 ---| 6. 23 |--- All /PGM - Programmierung
3 | 7 22 |--- /OE ,
2 -—-| 8 21 |--- ALO
1 === 9 20 |--- /CE
0 ---|10 19 |--- D 7
0 ---| 11 18 |--- D 6
1 ---] 12 17 {--- D5
2 ---| 13 16. |--- D 4
V-] 14 15 |-—-= D 3
, , PINS o , , S
MODE /CE /0E /PGM Vpp | Vcc | DO "';D7
- Lesen ‘Lv L H +5Y | +HV ;DOUTm,
Bereitschaft - H be]iebig'bé11ebig +5V | +5Y Tri-state
Pﬁogrammieruﬁg L beliebig L |+25v | +5v Dy
Uebéfpruefung “der ; - ’ ‘ _
{progammierten Daten| =~ L L H +25Y | +5V. DOUT
- Programmierung o - N , ‘ P
gesperrt . H . beliebig|beliebig|+25V | +5Y Triastate
. .Blockschaltbild des D 2764
Vee 0----- > . | Daten ( DO ;'.
GND Q0----- >
Vpp 0----- >
/OE -==--- >| Bausteinauswahl [-=-=---- > “ Ein- /
/CE —==—=-- >| Bereitschaft . |-==-=--- >
/PGM= =~~~ >| Programmieriogik Ausgabe~
‘ Puffer
; S PSRN x
AQ ------ > Y - Decoder Y - Steuerung
[ S I e > S
P e ——— > s e ————— > . )
P mm———— > X == > 8192 x. 8
Y mmm——— > . o
Al2 -———-- > Decoder - Speichermatrix
S e e >




UL 224 D30 |
4 KBit- stat1scher CMOS - RAM ( 1K x 4 )

NI > >

6 ---| 1 18 |--- +5V AO ... A9 Adresseneingaenge ‘
5---{ 2 17 |--= AT DO ... D3 Datenein- / -ausgaenge
4 -—-1 3 16 |--- A 8 /WE Schreib- / Lesesteuerung
3 ---| 4 15 {--- A 9 /CS: . Bausteinauswahl
0 ---| 5 14 |--- D O
1 ---| 6 13 |--- D 1 , .
2 -—-| 7 12 |--- D 2 !
CS ---| 8 11 [--- D 3
ov --=1 9 10 |--- /MWE
- a11e E1n- und Ausgaenge ‘sind TTL- kompat1be1
- Tri-state-Ausgaenge
- 4 bidirektionale Datenein-/- ausgaenge S -
- geringe Zugriffszeit . UL 224 D30.= 300 ns S -
- geringe Ruhestromaufnahme - : o
/CS | /WE | DO...D3 | - Ausfuehrung | Eingang | Ausgang .
H X D¢ nichtAausgewaeh1t gesperrt X1
[ . L Schreiben 0 aktiv X1
L L H - Schreiben 1 aktiv X1
L | H CAd Lesen gesperrt aktiv
~X: L oder H

X1: hochohmwg ‘ .
Ai: Inhalt des ausgewaehlten Speicherplatzes
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" Blockschaltbild des UL 224

Y > o ‘ ,
A5 -=--- >| Adressen- | = : , Speichermatrix
A6 ----- >| eingangs- |_ \| Zeilen- ~\ ' '
A7 ----- >| schaltung /| dekoder / 64 x 64
A8 -=--- >l N B % .
A9 -———- > , \
D0 ~----- >| Treiber  |<ete—tmmoo b > Spa1tendekodqr
Dl ----- >! und ; ‘ S
D2 ----- >| Empfaenger Schreib- / Lese-
D3 ----- >| schaltung N R e e P e > schaltung
,I+—+ ------- , | |
/CS ---->{ Ein-/Ausgabe und \|{ Adresseneingangs-
/ME ---->| ZykTussteuerung /) schaltung
Pl
AO A1 A2 A3
B 555
Schaltkreis zur Zeitablaufsteuerung
- Ausgangsstrom bis zu 200 mA '
- CMOS- und TTL-kompatibel
- einstellbares Tastverhaeltnis
- weiter Betriebstemperaturbereich
- Arbeitsbereich von Mikrosekunden bis Stunden
T 1 Masse -
-—=1 8|--- - 2 Triggereingang (qup 1)
3 Ausgang
--=12 7)== 4 Ruecksetzeingang
5 Kontrollspannung
--=13 6|--- 6 Eingang des Schwellwertschalters (Komp. 2)
: 7 Ausgang fuer Entladung g
---14 C B --- '8 Betriebsspannung




VB1ockScha1tbi1d>des B 555

Schwellwert- = Ruécksetz-

- Us scha]ter eingang
: 0 . o
6 ) 4
KOmDQratorZ‘;
\
-+\ ,
Steuer— ’ N |
5 O-----@mmmmmm |- /T ;
spannung - : / E \ : ?
_‘ ’ / .___'__—— R T
[ 1
b‘ . N\ e S ;
B +\
Trigger- S \ N )
2 Om—m——tmmm e YA
1 /o
l l  s |
' Komparatorl
‘ I g-|
0 Méssé (

- B 589

Temperaturkompens1erte Zwe1po1 Bandgap Referenzspannungsque11e

Ansch1ussbe1egung ‘ o o o
1 Eingang/AusgangA - 1‘\’ — A
2 nicht belegt ‘ e 2
3 Masse . - 23 77T |mmmm J3
Blockschaltbild des B589 -
; 0 Eingéng“
R S — ,
1 C.
Referenzspannungs- | npn
erzeugung , : { Transistor
e
' A

8. P 0 . Ausgang



Operationsverstaerker mit hoher Verstaerkung

‘-‘Ausgaengeiopén collector

kleine Offsetspannung

- hoher Eingangswiderstand

grosser Ausgangsstrom

grosse Aussteuerbarkeit

grosser Betr1ebsspannungsbere1ch
Ausgaenge TTL - kompatibel (B 611, B 621)

positive Betriebsspannung

T 1

== 1 6 [===- 2 nichtinvertierender Eingang

-~ 2 5 [===- 3 1invertierender Eingang

-—=1 3 4 |---- 4 negative Betriebsspannug
5 Ausgang "
6 Frequenzkompensation (B 761)
~ Anschluss R (B 611, B 621)

K 155 LN 3

Inverter (sechsfach)

_-,

open collector

Al ---| 1 14 |--- +5V ' An - Eingaenge

Y1 ---|"2 13 |~--- A6 Yn - Ausgaenge .
A2 ---| 3 12 |--- Y6

Y2 ---| 4 11 |-—- A5

A3 ---| 5 10 |[--- Y5 Y= /A

Y3 ---| 6 9 [--- A4

oV ---| 7 8 |--- Y4 -

DL 014 D

Schmitt-Trigger-Inverter (sechsfach) = Low Power

Al
Y1
A2
Y2
A3
Y3
ov

_

14

13

12

11

10
9
8

LA™ WN -

-—=+5Y ; - An - Eingaenge

A6 . Yn - Ausgaenge




2.Transistoren

. SF 816 C

(pnp) SiTiZium - HF - Transistor

/.
"1 C
) B ~
. 'I'E ) ) iy » )
\_ : o
- KT 819 B

npn - Leistungstransistor

3. Dﬁoden:
SAY 12 | |
S111z1um - Scha]tdwode (4 ns)

U = 50 V I, = 300 mA

R * R , o '_f'

Typehkenhze1chnung erfo]gt durch Farbcod1erung orange auf der Stirnséité
des P1astkoerpers oder durch Klartext. :

" Bauform: L2/13 - o . Bauform: B
| Y Kathode o ~ Kathode ----- M | |----- Anode
' Anode - ‘ R , B V
\

1.62.540063.4 (GER)
025=3-000 | - .
260.56.01.001 |
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